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Halbleiterkristalle sind so aufgebaut, dall jedes Atom lacl
: 'b'qrato'le hat. Die Halbleiter Si und Ge besitzen auf der
éul’bersten Schale ri‘ Elektronen Man nennt die Elektronen auf

"Valenze lektrcnen 5

s et

der dulersten Sv..hale
Fiir die Bindung im Kristallgitter bendtigt ein Atom alle 4
Durch die Elektronenpaarbindung wird ]edes

Valenze lektronen
Atom von 4 '}'Zleh_._._

v

ronenpaaren, = 8 Elektronen umkreist.

Die duBerste Schale ist damit filir jedes Atom



Eigenleitung
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Durch die WarmESChwinuungen der Atome und durch einfallende Licht-

L
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L81tfdhlgkclt hervargerufen durch Gltteraufbru ke, nennt man
- 2 & i 14 R

ch Matlmaltcmpefatur betrigt be1 Germanium
und bei Silizium



Dotlerung mit Alizeptoren
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Durch die Dotierung mit Akzeptoren entsteht je Akzeptor ein

zudezllche_e's _'Loch . Der Akzeptor selbst wird zu einem
. Freie Elektronen en‘.sLehen hier nur durch

—negatn en Ion =

Glttéraufbruche . Die freien Elektronen sind hier ;}_I;Lnn-;-f'
: da sie in der Minderheit sind.
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P-Leitfahigkeit
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Bei einem mit Akzeptoren dotierten Halbleiter sind die  m15EHg£5
in der’ Uberzahl Sie sind in diesem Falle die Mtjcfx -t 1uvdgs:§'
.. Da die Leitfdhigkeit im wesentlichen durhh die po-
sitiven LadLngstzager bestimmt wird, spricht man auch von

P~ e;tfﬂhlgkelt . Das Halbleitermaterial selbst bezeichnet

man dann als }P-Material)



Dotierung mit Donatoren
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Donatoren sind : 5% ¢! Elemente, {2 :
Das 5. Valenzelektron wird zur Bindung im Kristallgitter nicht
benétigt. Durch die Dotierung mit Donatoren erh#lt man je Donator
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Bel elnem mlt Donatoren dotierten Halbleiter sind die &f elsn
' in der Uberzahl

Da die Leitfihigkeit im wesentlichen durch die negativen La-
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dungstrager bestimmt wird, spricht man auch von V_Le‘ ah:gg

i T e

kelt - Dac Halb1e1turmatclla1 selbst bezeichnet man dann _




PN-Obergang
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Ditfusion
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Das gfoﬂe Gefille zwischen der positiven und negativen Ladungs-
trage;konzentratlon am PN- Ubergang fuhrt dazu, dal freie Elek-
i;;i und Lécher aus

tronen aus dem N Materlal in das

dem P Vafé};ﬁl 5 in das o N Mater;al tiberwechseln.

Man nennt diesen Vorgang ; lequlon . .

PN-Obergang ohne ZufBere Spannung
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Als Folge der D1ffus1on entsteht am PN-Ubergang eine Raumlsdungs~

zzoné j . Die 1nnerhalb der Raumladungszone auftretende Potential-

-t n e

differenz nennt man D1f£us;on95nan1ung " Innerhalb der Raum-

ladungszone tritt eine - Verarmung ~an Ladungstrﬁgern auf.

Erkenntnis: Der Aufbau dieser Potentialdifferenz beendet den
Diffusionsvorgang. Die Spannung ist fiir die beiden
hauptsdchlich verwendeten Materialien in einer bestimm-
ten Grdbe gegebgn: il

fMithfﬁé?%?wwGhﬁd§{
. Mlttﬁlwﬂrt.f 0, 2 Vs




Dotierungsabhangigkeitéﬁ bei der Raumladuﬁgszone

& _ .
Dotiert , stark Dotierung schwach

Auf %l 5 <§‘; =
Halbleiteratome kommt Halbleiteratome kommt

ein Fremdatom s, ein Fremdatom

b,

Erkenntnisse: Die Breite der Raumladungézone
menﬁer Dutlerung

=

Dle lef¢51onsspannunn

-Die Feldstirke _stE1gt m1t zunchm ndevdﬁéﬁi?zéég




PN-Obergang in DurchlaBrichtung
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Ein PN-Ubergang wird in DurchlaBrichtung beansprucht, wenn Plus-
pol an ”P;Material_ “und Minuspol an Nfﬁateriai anliegt.

Wirkungsweise:

I
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Erkenntnis: Solange die .V'c);*ts.sp.a.m‘u.mg,a der duBeren
S} .nung entgcgensteht, ist der PN-Ubergang hochuhmlg‘.
Erst nach Oberschreiten des Punktes (:) (Schleusen—

spannung) wird der PN- Dbergang

e

e e (e e

" Achtung: Der Strom I wiirde jetzt ohne 1V07w1darij

ctand. Rv sehr groll werden: Zerstdrung

des Bauelamentes.

.

Auswirkung von Temperaturinderungen
neispiglz ty; = 25° C, Erhdhung auf ty, = 70° C
Folge: Es werden ’ﬁéh}ﬁ Ladungstridger frei, der Durchlal-

s ok

strom stalgt e

Merke: Temperaturdnderungen des: Palbleiterkristalls-entstehen
nicht nur durch die UmgebungstemperatLr tU‘ sondern vor
allem durch den Dvrch]aﬂsprom A

#




PN-Obergang in Sperrichtung
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Ein PN-Ubergang ist in Sperrichtung vorgespannt, wenn der Plus-
{ e 4 SRS . "
pol am N-Material . und der Minuspol am  P-Material anliegt.
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Wirkuﬁgswéise:




Erkenntnisse: Durch VergrdBern der angelegten Spannung wird
a) dlE Raumladungszone br31ter
b) “die Feldstarke 1n der Raumladungszone féfﬂﬂe£ﬁ
e |

gk

nlmmt‘ _der Strom schlagartlg

R a3 e . A e T R psprTm——

Ursachen: a) Warmedurchbruch {Hohe Ve;lustlelstungJ'
b) Lawineneffekt. (Stoﬂlonxsathnjg

e) * Feldst rkedurchbruch (rknt'g, zsw,m)j

Ursache des Sﬁerrstromes: Es entsteht durch ;Gitggﬁgu

e R

innerhalb der Raumladungszone. Man
_nennt diese Ladungstrﬂger T{-l'~i:i.lnt.7ri.t.‘:lts.—“_?

g <y

frriger | -

Auswirkung von Temperaturiéinderungen: |
Beispiel: tyr = 25° C, Erhdhung auf tys a =70% ¢

.Folge: Es entstehen mehr Gltteraufbrughe 1n der Raunladungs-:
“zone , deshalb ste1gt der Sperrstrom

Marke: Die Stromefhﬁhung erfolgt nicht nur durch Erhdhung von

]

ty. sondern ‘auch durch einen linger flieBenden Sperrstrom.



Ciffusion
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Das gfoﬁe Gefille zwischen der positiven und negativen Ladungs-

trdgerkonzentratlon am PN- Ubergang fuhrt dazu daﬂ freie Elek-
haterlal und Lécher aus

tronen aus dem N Materlal in das '
dem ' P ﬂqterlal | in das | N-Material

iiberwechseln.
Man nennt diesen Vorgang ng%ffu§;pn. '

PN-Obergang ohne #uBlere Spannung
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Als Folge der Diffusion entsteht am PN-Oberguang eine "kégmladungg:

e

Zzone
differenz nennt man ; D1f£u5¢ansspanwun§ ." Innerhalb der Raum-

Die innerhalb der Raumladungszone auftretende Potential-
ladungszone tritt eine umyergrmung ~an Ladungstrdgern auf.

Erkenntnis: Der Aufbau dieser Potentialdifferenz beendet den
Diffusionsvorgang. Die Spannung ist fiir die beiden
hauptsdchlich verwendeten Materialien in einer bestimm-
ten Groﬂe gcgeben' . "

S0 VT hittelvert: 0,7 V'

0,7V o= Hittalyerdis, 0,2, Vs




Raumladungszone

Dotierungsabhingigkeiten bei der

.
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g stark

Dotie

Halbleiteratome kommt

ein Fremdatom
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Erkenntnisse:

menler Datlerung

'

Die lefa51onsspannunc

= unabhidngiy

-DialFeldstﬂrke

Die Breite defr Raumladungszone

Dotierung schwach

Halbleiteratome kommt
ein Fremdatom

TFdllt mit zuneh-

J‘

der Dotierunz?
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ste1gt mlt zunohm nder Dotlﬂrung -
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Anwendung des PN-Uberganges: Die Halbleiterdiode

Grundsitzliches:

Der w1rksame Teil elner Halblelterdlode

ist ein

Schaltsymbol der Halbleiterdiode: E}%

Die.Anschlusse (Elektroden) werden mit Anode chode

j é“‘F"--?.I.TJHE [ i (1 ZO:“IQ
Anode und Katode bezeichnet. =
Der Durchlafstrom IF flieft von der _
Anode e zur KaLode: , wenn die Span-
nungsquelle so gepolt wird, daB das Poten- ' |
tial an der Anode hdher ist als das an =]
der. Katode. - : =
: : =
i
=
“
Bei umgekehrter Polung sperrt die Diode
. nahezu vollstédndig. Ihr Widerstand wird ) l
sehr hoch, es fliefit nur der sehr ge- r<3
ringe Sperrstrom Ip. ) ‘. ] ST
! IR
ey e

: ‘ I
2 g ]I
Je nach Polung der angelegten Spannung :
wird daher zwischen der Sperr- 7 .und der’
;Rgg¢hié§fichtﬁggg unterschleden.‘

Im Gegensatz zum ohmschen Widerstand ist
eine Diode ein richtungsabhdngiger Widerstand.
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Kennlinie einer Ir A
Ge - Diode und
einer Si-Diode

- 4 ;I.R

Aus der Kennlinie koénnen folgende Unterschiede entnommen werden:

Uy ist bei Siliziumdioden hBher . als bei Germaniumdioden.

Upmax ist bei Siliziumdioden ane:N als bei Germaniumdioden.

Tp ist bei Siliziumdioden kie:.ne:r als bei Germanium-
dioden (fiir U 0,7 V). '

Rp ist bei Siliziumdioden als bei Germanium-
dioden. .

tmax ist bei Siliziumdioden als bei Germanium-

dioden (ca. 175° C bei Si, ca. 85° C bei Ge).-



Kennwerte der Diode

Verlustleistung <

Darunter versteht man, wie hoch das Bauelement elektrisch belastet

.werden kann. Dies ist vor allem von dem Temper urunterschied

abhidngig.
= _ des Materials,
das den PN- Ubergang mit -der Umgebung verbindet.

Beispiel:

Gehduse I ! — PN-Ubergan
o \ o J”Eg_

= Case — i 1 Junktion

Rth = Wirmewiderstand
“Der Wert gibt das “Temper aturgefﬁlle ntlang des Wider
standes an, der die durch eine Verlustleistung entstc—
hendc W'rme we1ter1&1tet, o
'RthJC = Waremgwlderstand ZWISChen PN Ubergang
und Gehiuseboden )
s in °C/W=K/W
RthJU = Wiremewiderstand zwischen PN Ubergang
und Umwebung .
’ ARy Py Rewam Ag
ehdif "B, T R =
ok AR t TN
I AR ot AT J U

Daraus erglbf 51Ch dle maximal zuldssige Verlust1515tung

Merke: Die Verlustleistung P, wird immer "fir einé ganz bestimmte
v g
Umgebungstemperatur ty angegeben.



. Bestimmung der Veriustiesyiuug

Geg.: Ge-Diode mit den dargestellten Kennlinien

=1 o = o .
RthJU = 0,5°C/W und % S g0°C

Ges.: Pvmax und IPmax fiir 'tU = 25°C und 60°C

e ey

ot
i

U= 285G Pvmax

tU FOOC& Pvmax~

'0,.)‘ L?hr

S Vj.kirv'}f)-lw b,
Fﬁr'Pv-Linie:

u/v VISt (e 0n 255y [3,0
I/mA fiir 130mW fi1301 .88 655 _52'J“43Jt
I/mA fiir 60mW| 60 400530 ) 24 20
Geérmaniumdiode AA 118
Umgebuhgséemperatur:
o
25°¢
——— 60°C
“r '
vV 40 30 20
U
i s =k
v
—_—
—’A
=
"n‘
40
iR
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Der ‘statischi iderstand gilt fur die
der Diode im Arbeitspunkt

4
@

Beispiele fdr verschiedene Arbelxspunkte in der Kennlinie auf
Arbeitsblatt 5.13.1:

Arpeitspunkt Ay v Uy =

Arbeitspunkt AZ 5 UD =

.

Arbeitspunkt Ag

[=1
o
]

. Arbeitspunkt A, : Up =

Erkenntnis: ’ ;

' - A ey
Der statische Widerstand einer Diode muf fir Jeden ﬁhrbeLtspuwgag
neu errechnet werden. Im DurchlaBbereich ist er [ ;_A ; und wird

‘benannt, im Sperrbereich bezeichnet.




o

Der dynamische Widerstand. - . ’ (

Der dynamlsche Wlderstand ist derjenlge Widerstand, den die Dicde

Beispiele fiir verschiedene Kennlinienbereiche in der-Kennlinie
auf Arbeitsblatt S5.13.1¢: '

Berei’.ch um A, i

Bereich um A4

Erkenntnis:

. Fiir den Arbeltsber51ch der Diode- Ez
kann der dynamische Widerstand als stant.
Fur Wechselspanﬁungen wirkt der durcg}assiée PN-UbBergang fast'als

rp ist alse -éﬂehr_« k-fe:.n.'ftg ere i

wlrkt d1e Diode fiir Wechselspannungen als ,*nahezu unendliqhéj:

Im Sperrbereich

Widerstand; TR jst also- %hsehr‘gro

Es HUEAL . S 87 e i s (R



Statischer und dynamischer Widerstand
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Diode -als S:chalter




Anwendung dés'PN4Uberqanges: Die Halbleiterdiode’

Grundsitzliches:

Der wirksame T311 elner Halblelterdlode
ist ein- t

Schaltsymbol der Halbleiterdiode:

v
\

Die Anschliisse ‘(Elektroden) werden mit
Anode und Katode bezeichnet.

Der Durch]a&strom I. flieBt von der

nungsquelle so gepolt w1rd daf ‘das Poten-
tial an der Anode héher ist als das an
der. Katode.

Bei umgekehrter Polung sperrt die Diode
_nahezu vollstandig. Ihr Widerstand wird
sehr hoch, es flieBt nur der sehr ge-

ringe Sperrstrom Ip. '

R

Je nach Polung der angelegten Spannung

Im Gegensatz zum ohmschen Wlderstand ist

eine Diode ein rlchtungsabhanglger Widerstand,

, wenn die Span~‘




Diode als Gleichrichter: Einwegschaltune
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Die Diode D srnnuldet" ati F"frﬁf__" f ﬂ ?§“  5

Vortedil: Es [ist nur Diode erforderlich.

SRR T

Nachteile: Gleichstromvormagnetisierung des Transfnr-
mators; wihrend der negativen (abgeschnit-
tenen) Halbwellen wird der Ladekondensator
tief entladen, es entsteht deshalb eine grolle

A

'_B‘umm:.pammm’T

und es flieden hohe

mit CL

= —

et i i

1 41 U

maximale Gleichspannung *
am Ausgang U

glmax F?ff

maximale SperrTspannung ‘ i Lo
G Bawve Non = '1 41 Usege] 7,82 UELEf

i 2




Diade als Gleichrichter: Briickenschaltung (Graetzschaltung)
' ‘ gl 5 Gl © bl

<
et
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NP

tg ' []RL | CLE%_ RL[]'

Die Brﬂckenschaltung zwz?fur den Ausgang d1e negativen

g S

Halbwellen nack ﬂbe

Vorteile: Keine Gleichstromvormagnetisierung, kleine Brummspan-

nung, beste Ausnut*ung der Transformatorleistung.

e

Nachteile: Dioden erforderlich; gleichzeitig Erdung von

Sekunddrwicklung und Gleichspannung nlcht chl;cn

chne-CL | Vmit CL

maximale Gleichspannung

am Ausgang'Uglmax

maximale Sperrspannung
der Diode URJTL

ax’




Diode als Gieichrichter: ﬂitteLpunktschaltung
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Der Transformator erzeugt zwel gegeneinander um 180° verschobene
gleich grofe Teilspannung, von denen die beiden Dioden die
negativen Halbwellen abschnesiden .

Vorteile: kleinere  Brummspannungen und Ladestrbme gegentiber
der Einwegschaltung, keine Gleichstromvermagneti-
sierung.

Nachteile: 2 Dioden, doppelte = Sekundirwicklung.

ohne CL mit CL

maximale Gle1chspannung

am Ausgang UUImax 0,8 Upaps 11447 Yppeg
maximale Sperrspannung 5 84 1 5l
der Diode U 2,82 Ugeer Z,82 UEeff

Rmax




Gleichrichterschaltungen

Sie haben die Aufgabe, Gleichspannungen und Gleichstrdme bestimmter
GriBe zu liefern. Durch Gleichrichtung von Wechselstrimen entstehen
Mischstrime, die auBer einem Gleichstromanteil auch iechselstrom- .

anteile verschiedener Frequenz enthalten. Diese Wechselstromanteile
sind meist unerwiinscht. Sie werden cdurch geeignete Siebschaltungen

ausgesiebt. Dies ist jedoch nicht hundertprozentig moglich. Stets

bleibt eine Restwelligkeit vorhanden.

1. Hetzgleichrichterschaltungen

1. 1. Grundschaltunaen

Siehe vorangegangene Stunden!

1. 2. Gleichrichterschaltung mit ohmscher Belastung

a) Einweg-Gleichrichterschaltung

Hier entspricht der Verlauf der Ausgangsspannung Uy dem Verlauf des

Stromes.|.

Uy = 1+ R,

Die- Ausgangsspannung U, ist eine ilischspannung!

L D

—_— P - T
173

91
uid - . s =

p A B3 e
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t i




Cen Gleichspannungsanteil erhZlt man ait dzr Gleichung

ua der Spannungsabfall wahrend der positiven Halbwelle an der Ciode

klein ist und vernachlassig werden kann, gilt:

A e
U2=ﬂ1 U-=T =O,.5U1

Ug-= 2,22 U_

Uy ist der tffektivwert der Eingangsspannung.

Um den im Strom i enthaltenen Glzichstromanteil bestiamen zu Xdnnen,
ist es zundchst notwendig, den Effektivwert von i zu berechnen. Za
der Halbwellenstrom nur die halbe Leistung an R abgibt, wie ein

sinusformiger J{echselstrom, gilt:

R
Po _ '~ oeff o B

|,5¢: Effektivwert ces dalowellenstroms
|, of5: Effextivwert des sinusformigen :iechselstroms

1: Scheitelwert dos sinusformigen :echselstromes und ces ‘albwalian-
stromes

Fo: susgangsleistung



Gleichstromanteil |_ und Scheitelwert hdngen wie bei der Spannung
zusammen:

1
N1

Damit ergibt sich fiir den Gleichstromanteil:

lgss = 1,57 1_

AuBer dem Gleichspannungsanteil enthdlt die Ausgangsspannung U,
sinusformige Wlechselspannungsanteile.

Mit Hilfe der Fourier-Analyse kann der Effektivwert U, aller Wechsel-

spannungsanteile berechnet werden:

U, = 1,21 U_= 0,54 U

U,: Welligkeitsspannung = Effektivwert aller WBchselspannungsanfeile
Welligkeit w ist das Verhdltnis U, /U_

Die Ausgangsspannung der Einweg-Gleichrichterschaltung hat eine
Welligkeit von 1,21,



Effektivwert aller Wechselstromanteile des Ausgangsstromes:

= 1,21 1_




b) Zweiweg-Gleichrichterschaltungen

degen der grolen Jdelligkeit der Ausgangsgleichspannung sind Einweg-
gleichrichierschaltungen trotz Ladekondensator nur dann vertretbar,
wenn Laststrome bis etwa 50 mA auftreten und keinz besonderen
Fordarungen nach einer moglichst geringen Brummspannung bestehen.

Zur Stromversorgung von elektronischen Schaltungen werden daher
tiberwiegend Zweiweggleichrichterschaltungen verwendat, bei denen cann
beice Halbwellen cer Zingangswechselspaniung zusqenutzt wercen. ES

wird zwischen [littelpunktschaltung und Briickenschaltung unterschieden.

1) Hittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschal tung

Cine littelpunktschaltung entsteht, wenn zwei Einweg-aleichrichter-
Schaltungen zusammengeschaltet werden (Siehe 3eiblatt!),

Bei einer “iitelpunktzchaltung mub der Transformator eine littelan-
zapfung besitzen. Jieser ittelpunkt liegt an lasse und cient als

Jezugspunkt.

Jie obere Trafowicklung biluet zusammen mit aer Uioue 31 eine
Einwegschaltuna fir positive auscanosspannuna, die untere Trafe-
wicklung zusammen mit der Ciode J2 eine zweite Einwegschaltunq fiir

positive Ausgangsspannung.

aenau wie bei der cinweggleichrichterschaltung kann auch bei der
Jdittelpunktschaltung ein Lacekoncensatur parallel zu R ceschaltat
und canit die pulsierende Ausgangsspannung geglattet werdzn. Die
Jittelpunktschaltung wird hsute jecoch nur noch wenig eingesetzt,
weil der erforderliche Transformator eine Sekuncarwicklung mit
Jittelanzapfung haben =8 und caher unndtig teuer ist.



2) Briicken-G12ichrichterschaltung

Sie komnt mit einer Transformatorwicklung ohne Anzapfung auf der

Sekuncdrseite aus, bengtigt aber visr Diocen.(Siehe deiblatt!)

Faustformel fiir die Kapazitdt des Ladekondensators:

T uF je 1 mA Laststrom

Uie GroBe der 3rummspannung Upngg hdngt im wesentlichen von
- der Hapazitat des Ladekondensators G,
~ der GroBe des Laststromes || _ sowie
- einer schaltungsspezifischen Konstanten K

ab.

Einweggleichrichterschaltung: K =48 - 1973 ¢ (gilt nur, wenn

g Ugp)

|
U 4,8:1073 g- L=
4

| i
T T .
s~ 141070 22|

s
G|

ar

:ittelpunkt- und Briicken-Gleichrichterschaltung:

K=1,8-103s (gilt nur, wenn Uy >Ug)

l
An=3 =
Ugp = 1,8-107 5 2=
%
~3 . =
L

|




Gleichungen fiir Zweiwegqleichrichterschaltungen

.) Briickengleichrichterschaltung

ok i "
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Bid 25 Brickes-Gleichrichterschaliung
J \/ t mit ohinscher Belastung )

Oie Ausgangsspannung U, ist eine Mischspannung und enthdlt als solch

auBer dem Gleichspannungsanteil verschiedene Wechselspannungsanteile

Der Gleichspannungsanteil miBte bei dieser Gleichrichterschaltung
groBer sein als bei der Einweggleichrichterschaltung, da zwischen

den einzelnen Halbwellen kaum mehr Pausen sind.

Ger Gleichspannungsanteil ist genau doppelt so grofB:

: 0
U = 2°57

—_-

Oie Spannungsabfdlle an den Gleichrichterdioden sollen vernachldssig
werden. Dann jist:

0 = G

U

=2k
v

= 200 = 08
= S0 = 0,940



Uy = 1,11~ 0

Uy: Effektivwert der Eingangsspannung
-l

J_: Gleichspannungsanteil
Der durch den Lastwiderstand flieBende Strom i hat den gleichen

Effektivwert wie ein sinusformiger '{echselstrom.

1_ = D’gleff

9 =
2

’eﬂ: = 1,11"_

Jede Jiode wird von einem Strom lg durchfloscen. Dieser erbringt

nur die halbe Ausgangsleistung, ist also:

|
p == - 0,781_

{2

die lelligkeitsspannung, der Effektivwert aller Hechselspannungs-

anteile von Uy, hat fiir die BrUckenscHa]tung die GroBe:

U, = 0,435-U

Fur die Briickenschaltung ergibt sich die Welligkeit
von 0,435, '



Der Effe“tivwert aller Wechselstromanteile des Ausgangsctromes

wird entsprechend berechnet:

l, = 0,485-1_

Welligkeit w:

U, - .
W= = (485
U

..) Wittelpunktzweiweqqleichrichterschal tung

Es ergeben sich dieselben Gleichungen wie fiir die Briickengleich-
richterschaltung, wenn als Eingangsspannung Uy nur die Spannung
zwischen einem duBeren Punkt der Sekunddrwicklung und der Hittel-

anzapfung angenommen wird.

PR — p— am— T ——

T

1 ‘fq 0
=0 A
U .‘I y i o A
1 Bl A .Y ¥
i i | | t
= i
U|(/\
- -
< W26 Mitelpunkts-Zweiwey-Glerch-
richterschaltunyg e ohmscher Belastuny

=T

Uy
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U1 = 2‘U1

Es ist dann:

Uy = 1,11+ 0,

lggs = 1,10 1

lgs¢ ist aber der Effektivwert des durch den Lastwiderstand flieBel
Stromes. Durch jede Diode und durch den Trafo flieBt ein Strom der
GroBe:

lp = 0,78-1_

Diodenstrom = Sekundirstrom des Transformators!

Fiir die Welligkeitsspannung qilt die Gleichung:

U, = 0,485 U_




1. 3. Gleichrichterschaltung mit kapazitiver 3elasting

Annahme: Verluste des Kondensators sind verndchldssigoar.

a) Einweg-Gleichrichterschaltung mit: rein kapazitiver Belastung

U

~7

Da dieser Schaltung kein Laststrom entnommen wird, lddt sich der

Koncensator C_ auf den Scheitelwert der Eingangsspannung auf.

U2=ﬁ1=u

b) Einweg-Gleichrichtarschaltung mit kapazitiver B3elastung und

Stromentnahme (1))

Uy
Uy ]

; .
s I ¢ ' : .
‘-'«!-.‘ -

oy

Hut)

T

tiod

|

]

|

t 1 2

: :hrl {2x), :

g e— A= Ly
{ee=60bis 90°)




ub die Schaiiung einen Laststrom liefern, so kann man von rein
lkapazitiver Belastung nicht mehr sprechen. Es ist nun parallel zum

Kondensator ein ohmscher Widerstand anzunehmen, der sich aus dem

Quotienten von Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom ergibt.

U
2
R =—=

I

Cer Kondensator wird immer dann geladen, wenn der Augenblickswert
der Eingangsspannung hoher ist als der ilert der Kondensatorspannung
Uy. Dies ist im Zzitpunkt t ,q der Fall, dem sogenannten Ladezeitrau
Jdhrend des Entladezeitraums tpp; wird der Koncensator entladen.

Die Ausgangsspannung Uy zeigt eine gewisse Jelligkeit.

Jshrend des Ladezzitrauns ist der Augenblickswert dss Diodenstromes
gleich der Summe der Augznblickswerte von Ladestrom und Kondensator-

strom.

Jahrend des Entladezeitraums ist

Der Laststrom ist proportional der Spannung U,. Der Diodenstrom hat
ginen glockenformigen Verlauf. Statt eines Ladezeitraums kann man
auch,bezogen auf die Periode, einen Ladewinkel oder StromfluBwinkel

angeben.



